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Создание неклассических излучателей, таких как излучатели одиночных фотонов (ИОФ) и излучатели фотонных пар (ИФП), запутанных по поляризации, является одной из наиболее актуальных проблем оптики и квантовой электроники в целом, так же, как и твердотельной нанофотоники, в частности. Неклассические излучатели формируют световые потоки с субпуассоновской статистикой, и в идеальном случае Фоковские фотонные состояния, состояния со строго заданным числом частиц. Они могут быть реализованы только на основе одиночной изолированной квантовой системы – атома, молекулы, центра окраски, «искусственного» атома – полупроводниковой квантовой точки (КТ). 
Для создания эффективных неклассических излучателей одновременно требуется: 1) локализовать квантовую систему; 2) эффективно накачать ее;            3) эффективно собрать излучение. Все три перечисленные выше проблемы принципиально разрешимы с использованием современных полупроводниковых технологий, позволяющих интегрировать одиночную КТ в полупроводниковый микрорезонатор. Неоспоримым достоинством полупроводниковых излучателей является возможность токовой накачки КТ, что позволяет разрабатывать полностью твердотельные излучатели в виде миниатюрных светоизлучающих диодов. 

В докладе представлены результаты разработок излучателей с токовой накачкой одиночных InGaAs КТ, селективно позиционированных в пределах апертуры полупроводникового Брэгговского микрорезонатора. Апертура микрорезонатора образована AlGaAs кольцом, которое используется для селективного позиционирования КТ, а также обеспечивает высокий уровень токового и оптического ограничения. Микрорезонатор обеспечивает высокий уровень внешней квантовой эффективности до 88% при добротности ~104. В этом случае фактор Парселла достигает значение FP = 12.5, что задает быстродействие излучателя на уровне 10 ГГц. Расходимость выходного излучения не превышает NA  ( 0.2, что задает высокую эффективность ввода излучения в стандартное оптоволокно. 
На основе разработанной конструкции были изготовлены лабораторные образцы излучателей. При криогенных температурах  в пределах  резонансной полосы в спектрах электролюминесценции  проявляются узкие пики, отвечающие рекомбинации экситонов и биэкситонов одиночной InGaAs КТ, что является экспериментальным подтверждением возможности создания неклассических излучателей на базе разработанной конструкции микрорезонатора.








